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実験研究の目的

結論

屋外曝露された各種太陽電池モジュールの
室内測定による劣化率の検討

経年劣化を考慮した各種太陽電池の発電量評価技術の開発

各種太陽電池の屋外曝露による発電量の経年劣化に注目し、実際に運用さ
れている太陽光発電システムから劣化要因を抽出し、経年劣化を反映させた
高精度な発電量評価技術を開発する研究を行っている。

太陽電池モジュールの生涯発電量の推定に向けて、屋外に設置した様々な太
陽電池モジュールを定期的に取り外し、ソーラーシミュレータを用いた標準試験
条件での室内測定により劣化率(%/年)を調べたので報告する。
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図1. (a)単結晶Si, (b)多結晶Si, (c)ヘテロ接合単結晶Si, (d)バックコンタクト単結晶Si太陽電池モジュールにおける屋外曝露に伴う規格化出力の経時変化

図2. (a)アモルファスSi, (b)多接合薄膜Si, (c)CIGS, (d)CdTe太陽電池モジュールにおける屋外曝露に伴う規格化出力の経時変化

表1 太陽電池モジュールの公称出力及び曝露開始年月

表2  太陽電池モジュールの室内測定による劣化率

① 2015年12月から2017年12月までの室内測定から算出した劣化率:
 0.50(%/年)

② 初期値と積算曝露期間から算出した劣化率: 
 0.32(%/年)

① 2014年12月から2017年12月までの室内測定から算出した劣化率:
 0.51(%/年)

② 初期値と積算曝露期間から算出した劣化率: 
 0.53(%/年)

① 2014年1月から2017年12月までの室内測定から算出した劣化率:
 0.83(%/年)

② 初期値と積算曝露期間から算出した劣化率: 
 0.89(%/年)

① 2014年1月から2017年12月までの室内測定から算出した劣化率:
 0.56(%/年)

② 初期値と積算曝露期間から算出した劣化率: 
 0.67(%/年)

① 2014年12月から2017年12月までの室内測定から算出した劣化率:
 1.14(%/年)

② 初期値と積算曝露期間から算出した劣化率: 
 6.72(%/年)

① 2014年12月から2017年12月までの室内測定から算出した劣化率:
 0.34(%/年)

② 初期値と積算曝露期間から算出した劣化率: 
 3.37(%/年)

① 2015年12月から2017年12月までの室内測定から算出した劣化率:
 1.30(%/年)

② 初期値と積算曝露期間から算出した劣化率: 
 -1.32(%/年)

① 2015年12月から2017年12月までの室内測定から算出した劣化率:
 0.65(%/年)

② 初期値と積算曝露期間から算出した劣化率: 
 3.38(%/年)

表2  太陽電池モジュールの室内測定による劣化率CIGS

CdTe

図3. 太陽電池モジュールにおける規格化出力の曝露年数依存性
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劣化率の定義（初期値の扱い、他研究機関の報告比較等）
年発電量と室内測定値から求めた劣化率の相関

（安定後 ** :劣化率が一定になったところを示す。）

高効率シリコン系の劣化率は通常型の単・多結晶シリ
コンより 大きい

ヘテロ接合単結晶Si
Voc低下による出力低減
バックコンタクト単結晶Si
Voc, Isc低下による出力低減、高電位設置のものは

PIDを生じるためばらつきが大きい
 アモルファスSi・多接合薄膜Si
熱アニール効果あり、概ね3年半で光劣化安定

 CIGS: 1年間 初期値よりも1割程度向上
 CdTe: 3年間 初期値よりも1割以上低下

(a) (b) (c) (d)

(a) (b) (c) (d)

 系統連系しているすべてのアレイにおいて、モジュールの直流電路は非接地で、高周波絶縁トランス方
式を採用しているパワーコンディショナに接続

 CdTeは全80枚の内の20枚を測定

*曝露年数は取り外し期間を除いて算出
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